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【はじめに】東京電力福島第一原発事故を受け、廃炉処理を行うロボットの開発が急務である。

炭化ケイ素(SiC)半導体は、従来用いられてきた Siと比べ高い耐放射線性を有し[1]、このようなロ

ボットへの応用に適すると考えられる。我々は、ガンマ線照射による SiC 半導体素子の電気特性

劣化機構を明らかにし、耐放射線性 SiC素子の開発を進めている。本研究では、SiC MOSFETの

基本構造である SiC-MOSキャパシタに対し、ガンマ線による電気特性への影響を調べた。 

【実験方法・結果】本研究では、4H-SiC 基板(Si面、n型エピ膜、ドナー濃度 9×1015 cm-3、4 °off)

上の MOS キャパシタ(サンケン電気製)を使用した。ゲート酸化膜は Dry 酸化 1300 ℃、N2O-Post 

Oxidation Anneal(POA)、H2-POA により形成し、膜厚 60 nm、面積 500 × 660 µm2の四角状 Al電極

を形成した。比較試料として、ゲート酸化膜を Pyrogenic酸化 950 ℃で成長し、その上に直径 0.5 µm

の Al電極を形成して作製した Si-MOSキャパシタを用意した。ガンマ線照射は、日本原子力研究

発機構のコバルト 60ガンマ線照射施設で行った。吸収線量率は 8.7 kGy(SiO2)/h とし、吸収線量を

最大 4 MGy(SiO2)とした。照射前後のMOS キャパシタを高周波 C－V 測定で評価した。図 1及び

図 2に様々な吸収線量での Si及び SiC-MOSキャパシタに対する高周波C－V特性の結果をそれぞ

れ示す。Si-MOSキャパシタは、照射初期の 8.7 kGyから C－Vカーブが負電圧側に大きくシフト

した。一方、SiC-MOS キャパシタは、30 kGy まで C－V カーブが負電圧側にわずかにシフトし、

100 kGy からは正電圧側にシフトすることが分かった。これは、ガンマ線照射によって酸化膜固

定電荷と界面準位が増加したことに由来する。講演会当日は、更に総吸収線量を数 MGy(SiO2)ま

で照射した時の結果や、準静的(QS) C－V測定、界面準位密度の解析結果についても報告する。 
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 図 1 Si-MOSキャパシタの高周波 C－V特性   図 2 SiC-MOSキャパシタの高周波 C－V特性 
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